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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a radiation-emitting semiconductor component (1), comprising the
following steps: - providing a carrier plate (2), which has contact elements (3); - applying a radiation-emitting semiconductor chip
(5) to the carrier plate (2); - epitaxially producing first conversion elements (11); and - applying the first conversion elements (11) to
the semiconductor chip (5); wherein - the semiconductor chip (5) comprises emitter regions (7), each of which emits electromagnetic
primary radiation from a radiation emission surface (8); and - the first conversion elements (11) are applied simultaneously to at least
some of the emitter regions (7) following the epitaxial production. The invention also relates to a radiation-emitting semiconductor
component (1).

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zur Herstellung eines strahlungsemittierenden Halbleiterbauteils (1) mit den folgenden
Schritten angegeben: - Bereitstellen einer Trégerplatte (2), die Kontaktelemente (3) aufweist, - Aufbringen eines strahlungsemittieren-
den Halbleiterchips (5) auf die Trégerplatte (2), - epitaktisches Herstellen von ersten Konversionselementen (11), und - Aufbringen

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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der ersten Konversionselemente (11) auf den Halbleiterchip (5), wobei - der Halbleiterchip (5) Emitterbereiche (7) umfasst, die jeweils
clektromagnetische PrimérStrahlung von einer Strahlungsaustrittsfliche (8) aussenden, und - die ersten Konversionselemente (11) nach
der epitaktischen Herstellung gleichzeitig auf zumindest manche der Emitterbereiche (7) aufgebracht werden. Weiterhin wird ein strah-
lungsemittierendes Halbleiterbauteil (1) angegeben.
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Beschreibung

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES STRAHLUNGSEMITTIERENDEN
HALBLEITERBAUTEILS UND STRAHLUNGSEMITTIERENDES
HALBLEITERBAUTEIL

Es werden ein Verfahren zur Herstellung eines
strahlungsemittierenden Halbleiterbauteils und ein

strahlungsemittierendes Halbleiterbauteil angegeben.

Eine zu losende Aufgabe besteht darin, ein Verfahren zur
Herstellung eines strahlungsemittierenden Halbleiterbauteils
anzugeben, das besonders einfach herstellbar ist. AuBerdem
soll ein strahlungsemittierendes Halbleiterbauteil angegeben

werden, das besonders kostenglinstig herstellbar ist.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das Verfahren
den Schritt des Bereitstellens einer Tragerplatte, die
Kontaktelemente aufweist. Die Tragerplatte weist
beispielsweise eine Haupterstreckungsebene auf. Laterale
Richtungen sind beispielsweise parallel zur
Haupterstreckungsebene ausgerichtet und eine vertikale
Richtung ist senkrecht zu den lateralen Richtungen
ausgerichtet. Die Tragerplatte weist beispielsweise die Form

einer Scheibe oder eines Quaders auf.

Die Tréagerplatte umfasst beispielsweise eine BRasisplatte, auf
der und/oder in die die Kontaktelemente angeordnet sind. Die
Basisplatte enthdlt beispielsweise ein elektrisch
isolierendes Material wie zum Beispiel ein
Kunststoffmaterial, beispielsweise ein Epoxid oder ein
Silikon, oder ein Keramikmaterial oder besteht aus einem

dieser Materialien. Die Kontaktelemente, die auf der
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Basisplatte angeordnet sind, sind beispielsweise von
auBerhalb der Tragerplatte frei zugédnglich. Die
Kontaktelemente weisen beispielsweise ein Metall auf oder
bestehen daraus. Das Metall ist oder enthdlt beispielsweise
Gold, Silber und/oder Kupfer. Die Kontaktelemente kdnnen
beispielsweise die Basisplatte durchdringen und/oder in der
Basisplatte eingebettet sein. ,Eingebettet™ kann dabei
heiBlen, dass die Kontaktelemente an der Basisplatte anliegen,
teilweise innerhalb der Basisplatte und/oder von der
Basisplatte an zumindest einem Teil ihrer AuRenfl&ache

umschlossen sind.

Die Tréagerplatte ist oder umfasst beispielsweise eine
Leiterplatte (englisch: circuit board) oder einen

Anschlussrahmen (englisch: lead frame).

Gemal zumindest einer Ausfilhrungsform des Verfahrens wird ein
strahlungsemittierender Halbleiterchip auf die Tragerplatte
aufgebracht. Der strahlungsemittierende Halbleiterchip ist
beispielsweise im Betrieb zur Erzeugung von
elektromagnetischer Primdrstrahlung ausgebildet,
beispielsweise zur Erzeugung von nahultravioletter Strahlung,

von sichtbarem Licht und/oder von nahinfraroter Strahlung.

Beispielsweise umfasst der strahlungsemittierende
Halbleiterchip eine Halbleiterschichtenfolge, die einen
aktiven Bereich aufweist. Der aktive Bereich ist dazu
ausgebildet elektromagnetische Primarstrahlung zu erzeugen.
Der aktive Bereich weist beispielsweise einen pn-Ubergang zur
Erzeugung der elektromagnetischen Prima&rstrahlung auf, wie
beispielsweise eine Doppelheterostruktur, eine
Einfachquantentopfstruktur oder eine

Mehrfachquantentopfstruktur.
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Die Halbleiterschichtenfolge basiert beispielsweise auf einem
ITI-V-Verbindungshalbleitermaterial. Bei dem III-V-
Verbindungshalbleitermaterial handelt es sich beispielsweise
um ein Phosphid-, Arsenid-, und/oder Nitrid-
Verbindungshalbleitermaterial, also zum Beispiel um
InyAlyGal-x-yP, InyAlyGaj_y-yAs und/oder IngAlyGaj_x-yN mit O

< x <1, 0Ly <1Tund x + vy < 1.

Die Halbleiterschichtenfolge kann Dotierstoffe sowie
zusatzliche Bestandteile aufweisen. Der Einfachheit halber
sind jedoch nur die wesentlichen Bestandteile des
Kristallgitters der Halbleiterschichtenfolge, also Al, Ga,
In, N, As oder P, angegeben, auch wenn diese teilweise durch
geringe Mengen weiterer Stoffe ersetzt und/oder erganzt sein

kdbnnen.

Beispielsweise kann die Halbleiterschichtenfolge des
Halbleiterchips vor dem Aufbringen epitaktisch auf einem
Aufwachswafer erzeugt werden. Der Aufwachswafer umfasst
beispielsweise Saphir, Glas, oder Halbleitermaterialien wie
beispielsweise GaAs, GaP, GaSb, Ge oder Si. Beispielsweise
kann der Aufwachswafer nach dem Aufbringen des

Halbleiterchips auf die Tragerplatte abgeldst werden.

Weiterhin kann der strahlungsemittierende Halbleiterchip
Chipkontaktflachen umfassen, die beispielsweise ein Metall
enthalten oder aus einem Metall bestehen. Jedem
Emitterbereich sind beispielsweise zumindest zwei
Chipkontaktflachen zugeordnet, mit denen der zugeordnete
EFmitterbereich bestromt werden kann. Eine der
Chipkontaktflachen kann beispielsweise auch mehreren
Emitterbereichen oder allen Emitterbereichen zugeordnet sein.

Die Chipkontaktflachen konnen beispielsweise durch Kleben,
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Bonden oder Loten auf die Kontaktelemente aufgebracht werden.
Beispielsweise werden die Chipkontaktfldchen mit den
Kontaktelementen beim Aufbringen mechanisch und/oder
elektrisch leitend verbunden. Diese Verbindung befestigt den

Halbleiterchip auf der Tréagerplatte.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens werden
erste Konversionselemente epitaktisch hergestellt. Die ersten
Konversionselemente umfassen beispielsweise jewells einen
ersten Halbleiterschichtenstapel, der einen weiteren ersten
aktiven Bereich aufweist. Der weitere erste aktive BRereich
ist dazu ausgebildet, elektromagnetische Primdrstrahlung
teilwelse zu absorbieren und in erste elektromagnetische
Sekundarstrahlung zu reemittieren. Beispielsweise kann der
weltere erste aktive Bereich einen pn-Ubergang aufweisen, wie
beispielsweise eine Doppelheterostruktur, eine
Einfachquantentopfstruktur oder eine

Mehrfachquantentopfstruktur.

FEine Peakwellenlange der ersten elektromagnetischen
Sekundarstrahlung ist zum Reispiel groRer als eine

Peakwellenlange der elektromagnetischen Primarstrahlung.

Die ersten Halbleiterschichtenstapel konnen jeweils durch ein
Epitaxieverfahren herstellt werden, also mittels
epitaktischen Aufwachsens auf einem ersten Aufwachssubstrat.
Beispielsweise konnen die Halbleiterschichtenstapel in Form
einer weiteren ersten Halbleiterschichtenfolge groRflachig
mittels metallorganischer Gasphasenepitaxie (MOVPE) oder

Molekularstrahlepitaxie (MBE) erzeugt werden.

Die weitere erste Halbleiterschichtenfolge basiert

beispielsweise auf einem III-V-Verbindungshalbleitermaterial.
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Bei dem III-V-Verbindungshalbleitermaterial handelt es sich
beispielsweise um ein Phosphid-, Arsenid-, und/oder Nitrid-
Verbindungshalbleitermaterial, also zum Beispiel um
InyAlyGal-x-yP, InyAlyGaj_y-yAs und/oder IngAlyGaj_x-yN mit O
< x <1, 0Ly <1und x + y < 1. Weiterhin kann die weitere
erste Halbleiterschichtenfolge teilweise durch geringe Mengen

weiterer Stoffe ersetzt und/oder erganzt sein.

Nach dem Erzeugen der weiteren ersten
Halbleiterschichtenfolge kann die weitere erste
Halbleiterschichtenfolge von dem ersten Aufwachssubstrat
abgeldst werden. Weiterhin ist es mdglich, dass die weitere
erste Halbleiterschichtenfolge vor oder nach dem Abldsen zu
den ersten Halbleiterschichtenstapeln und damit zu den ersten
Konversionselementen vereinzelt wird. Die weiltere erste
Halbleiterschichtenfolge wird beispielsweise mittels eines
Sageprozesses, elnes Stanzprozesses oder eines Laserprozesses

zu den ersten Konversionselementen vereinzelt.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens werden
die ersten Konversionselemente auf dem Halbleiterchip
aufgebracht. Die ersten Konversionselemente werden
beispielsweise mittels einer ersten Vorrichtung auf dem
Halbleiterchip aufgebracht. Das Aufbringen umfasst
insbesondere ein mechanisches Befestigen der ersten

Konversionselemente auf dem Halbleiterchip.

GemdlR zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens umfasst
der Halbleiterchip Emitterbereiche, die jeweils
elektromagnetische Primarstrahlung von einer
Strahlungsaustrittsfldche aussenden. Beispielsweise ist jedem
Emitterbereich eine Strahlungsaustrittsflache zugeordnet. Bei

den Emitterbereichen handelt es sich um die
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strahlungsemittierenden Komponenten des Halbleiterchips. Die
Emitterbereiche konnen beispielsweise unabhadngig voneinander
betrieben werden, sodass es moglich ist, genau einen
Emitterbereich, mehrere Emitterbereiche oder alle
Emitterbereiche des Halbleiterchips zu gleichen Zeiten zu

betreiben.

Dabei kann jeder Emitterbereich mit einer individuellen
Stromstédrke betrieben werden. Damit ist es beispielsweise
moglich, dass die Emitterbereiche unterschiedliche Helligkeit
abstrahlen. Beispielswelise sind alle Emitterbereiche Teil
desselben strahlungsemittierenden Halbleiterchips. In diesem
Fall handelt es sich bei dem Halbleiterchip um einen
pixellierten Halbleiterchip, der in getrennt voneinander
ansteuerbare Bereiche strukturiert ist, wobei jeder Bereich
beispielsweise einen Emitterbereich bildet. Die
Emitterbereiche eines solchen strahlungsemittierenden
Halbleiterchips sind beispielsweise gemeinsam miteinander auf
dem gemeinsamen Aufwachswafer gefertigt und umfassen einen
aktiven Bereich, in dem im Betrieb elektromagnetische
Primarstrahlung erzeugt wird und der im Rahmen der
Herstellungstoleranz filir samtliche Emitterbereiche des
Halbleiterchips die gleiche Zusammensetzung aufweist. Dabeil
ist es beispielsweise mdglich, dass samtliche Emitterbereiche
des Halbleiterchips iUber eine gemeinsame, epitaktisch
hergestellte Halbleiterschicht der Halbleiterschichtenfolge

mechanisch und elektrisch miteinander wverbunden sind.

Jeder Emitterbereich sendet beispielsweise elektromagnetische
Primarstrahlung von der zugeordneten

Strahlungsaustrittsflache aus. Die Strahlungsaustrittsfléachen
der Emitterbereiche sind bevorzugt durch eine Deckfldche der

Jeweiligen Emitterbereiche gebildet. Bevorzugt treten
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wenigstens 70 % der von den Emitterbereichen emittierten
Primarstrahlung durch die jeweilige Strahlungsaustrittsflache

aus.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens werden
die ersten Konversionselemente nach der epitaktischen
Herstellung gleichzeitig auf zumindest manche der
Emitterbereiche aufgebracht. Die ersten Konversionselemente
konnen beispielsweise mittels einer ersten Vorrichtung
gleichzeitig auf zumindest manche der Emitterbereiche
aufgebracht werden. Beispielsweise werden die ersten
Konversionselemente nicht auf alle der Emitterbereiche
aufgebracht. In diesem Fall umfasst das
strahlungsemittierende Halbleiterbauteil Emitterbereiche, auf

denen kein erstes Konversionselement angeordnet wird.

In mindestens einer Ausfihrungsform umfasst das Verfahren zur
Herstellung eines strahlungsemittierenden Halbleiterbauteils
folgende Schritte:

- Bereitstellen einer Tragerplatte, die Kontaktelemente
aufweist,

- Aufbringen eines strahlungsemittierenden Halbleiterchips
auf die Tragerplatte,

- epitaktisches Herstellen von ersten Konversionselementen,
und

- Aufbringen der ersten Konversionselemente auf den
Halbleiterchip,

wobei

- der Halbleiterchip Emitterbereiche umfasst, die jeweils
elektromagnetische Primarstrahlung von einer

Strahlungsaustrittsflédche aussenden, und
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- die ersten Konversionselemente nach der epitaktischen
Herstellung gleichzeitig auf zumindest manche der

Emitterbereiche aufgebracht werden.

Fine Idee des hier beschriebenen Verfahrens zur Herstellung
eines strahlungsemittierenden Bauteils ist unter anderemn,
dass Konversionselemente in bereits vereinzelter Form
gleichzeitig auf einen pixellierten Halbleiterchip
aufgebracht werden. Mit einem solchen pixellierten
Halbleiterchip ist es mdglich, die Emitterbereiche besonders
nahe aneinander anzuordnen, da die Emitterbereiche nicht
einzeln auf einen Trager gesetzt werden, sondern durch
Strukturierung einer groBeren Struktur, beispielsweise einer
Halbleiterscheibe erzeugt werden. Der Halbleiterchip und
damit das strahlungsemittierende Bauteil kann demzufolge

besonders platzsparend ausgebildet werden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens werden
zwelite Konversionselemente epitaktisch hergestellt. Die
zweliten Konversionselemente umfassen beispielsweise jeweils
einen zweiten Halbleiterschichtenstapel, der einen weiteren
zwelten aktiven Bereich aufweist. Der weitere zweite aktive
Bereich ist dazu ausgebildet, elektromagnetische
Primarstrahlung teilweise zu absorbieren und in zweite
elektromagnetische Sekundarstrahlung zu reemittieren.
Beispielsweise kann der weitere zweite aktive Bereich einen
pn-Ubergang aufweisen, wie beispielsweise eine
Doppelheterostruktur, eine Einfachquantentopfstruktur oder

eine Mehrfachquantentopfstruktur.

Die zweiten Halbleiterschichtenstapel k&nnen Jjeweils
beispielsweise durch ein Epitaxieverfahren herstellt werden,

also mittels epitaktischen Aufwachsens auf einem zweiten
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Aufwachssubstrat. Beispielsweise konnen die
Halbleiterschichtenstapel in Form einer weiteren zweiten
Halbleiterschichtenfolge groBfldchig mittels
metallorganischer Gasphasenepitaxie (MOVPE) oder

Molekularstrahlepitaxie (MBE) erzeugt werden.

Die weitere zweite Halbleiterschichtenfolge basiert
beispielsweise auf einem III-V-Verbindungshalbleitermaterial.
Bei dem III-V-Verbindungshalbleitermaterial handelt es sich
beispielsweise um ein Phosphid-, Arsenid-, und/oder Nitrid-
Verbindungshalbleitermaterial, also um beispielsweise
InyAlyGal-x-yP, InyAlyGaj_y-yAs und/oder IngAlyGaj_x-yN mit O
< x <1, 0Ly <1und x + y < 1. Weiterhin kann die weitere
zwelite Halbleiterschichtenfolge teilweise durch geringe

Mengen weiterer Stoffe ersetzt und/oder erganzt sein.

Nach dem Erzeugen der weiteren zweiten
Halbleiterschichtenfolge kann die weitere zweite
Halbleiterschichtenfolge von dem zweiten Aufwachssubstrat
abgeldst werden. Weiterhin ist es mdglich, dass die weitere
erste Halbleiterschichtenfolge vor oder nach dem Abldsen zu
den zweiten Halbleiterschichtenstapeln und damit zu den
zwelten Konversionselementen vereinzelt wird. Die weitere
zwelite Halbleiterschichtenfolge wird beispielsweise mittels
eines Sageprozesses, elnes Stanzprozesses oder eines
Laserprozesses zu den zweiten Konversionselementen

vereinzelt.

FEine Peakwellenlange der zweiten elektromagnetischen
Sekundarstrahlung ist insbesondere groBer als eine
Peakwellenlange der elektromagnetischen Primarstrahlung.
Weiterhin sind die erste Sekundarstrahlung der ersten

Konversionselemente und die zweite Sekundarstrahlung der
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zweliten Konversionselemente beispielsweise voneinander
verschieden. Beispielsweise sind die ersten
Konversionselemente dazu ausgebildet, blaues Licht ganz oder
teilweise in grlines oder gelbes Licht zu konvertieren.
Weiterhin konnen die zweiten Konversionselemente dazu
ausgebildet sein, blaues Licht ganz oder teilweise in rotes,
gelbes oder griines Licht zu konvertieren. In diesem Fall ist
die elektromagnetische Primarstrahlung beispielsweise blaues

Licht.

Beispielsweise ist es moglich, dass die ersten
Konversionselemente und/oder die zweiten Konversionselemente
dazu eingerichtet sind, die elektromagnetische
Primarstrahlung méglichst vollstadndig in erste
Sekundarstrahlung und/oder zweite Sekundarstrahlung zu

konvertieren.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens werden
die zweiten Konversionselemente auf den Halbleiterchip
aufgebracht. Die zweiten Konversionselemente werden
beispielsweise mittels einer zweiten Vorrichtung auf dem

Halbleiterchip aufgebracht.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens werden
die zweiten Konversionselemente nach dem epitaktischen
Herstellen gleichzeitig auf zumindest manche der
Fmitterbereiche aufgebracht. Die zweiten Konversionselemente
konnen beispielsweise mittels einer zweiten Vorrichtung
gleichzeitig auf zumindest manche der Emitterbereiche
aufgebracht werden. Beispielsweise werden die zweiten
Konversionselemente nicht auf alle der Emitterbereiche

aufgebracht. In diesem Fall umfasst das



10

15

20

25

30

WO 2020/151963 PCT/EP2020/050576

_11_

strahlungsemittierende Halbleiterbauteil Emitterbereiche, auf

denen kein zweites Konversionselement angeordnet wird.

Beispielsweise sind die ersten Konversionselemente und die
zwelten Konversionselemente in lateralen Richtungen
beabstandet zueinander auf dem Halbleiterchip aufgebracht. In
diesem Fall Uberlappen sich die ersten Konversionselemente
und die zweiten Konversionselemente in Draufsicht

beispielsweise nicht.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens werden
die ersten Konversionselemente und die zweiten
Konversionselemente in einer gemeinsamen Ebene angeordnet.
Beispielsweise weisen die ersten Konversionselemente Jjeweils
eine Deckflache und eine gegeniiberliegende Bodenfl&dche auf.
Weiterhin weisen die zweiten Konversionselemente ebenfalls
Jjeweils eine Deckflache und eine gegeniliberliegende
Bodenflache auf. Beispielsweise liegen die Deckfldchen der
ersten Konversionselemente und die Deckfl&chen der zweiten
Konversionselemente in einer gemeinsamen Ebene, die in
lateralen Richtungen verlauft. Weiterhin liegen die
Bodenflachen der ersten Konversionselemente und die
Bodenflachen der zweiten Konversionselemente beispielsweise
in einer gemeinsamen Ebene, die in lateralen Richtungen
verlauft. In diesem Fall Uberlappen sich die ersten
Konversionselemente und die zweiten Konversionselemente in
einer Seitenansicht entlang einer lateralen Richtung
beispielsweise im Wesentlichen vollstédndig. Im Wesentlichen
vollstandig heiBt, dass die ersten Konversionselemente und
die zweiten Konversionselemente herstellungsbedingte

Schwankungen in ihrer Hohe aufweisen konnen.
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Vorteilhafterweise wird mittels der Anordnung der
Konversionselemente in einer Ebene ein Ubersprechen von
Primdrstrahlung und/oder Sekundadrstrahlung zwischen
benachbarten Konversionselementen vorteilhafterweise
unterdriickt. Aus der Deckflache der Konversionselemente
austretende Primdrstrahlung und/oder Sekundadrstrahlung trifft
so vorteilhafterweise nicht oder kaum auf ein benachbartes

Konversionselement.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens werden
die Strahlungsaustrittsfldchen an Gitterpunkten eines
regelmaBigen Gitters angeordnet. Mit anderen Worten sind die
Emitterbereiche an Gitterpunkten eines regelméaBigen Gitters
angeordnet. Damit sind beispielsweise die
Strahlungsaustrittsflachen matrixartig, das heiBt entlang von
Spalten und Zeilen, angeordnet. Das regelmaRige Gitter ist
beispielsweise ein Dreiecksgitter, ein quadratisches Gitter

oder ein hexagonales Gitter.

Alternativ sind die Strahlungsaustrittsfldchen an
Gitterpunkten eines unregelmaBigen Gitters angeordnet.
Beispielsweise erstrecken sich die Gitterpunkte des
regelmaBigen Gitters oder des unregelmdRigen Gitters in

lateralen Richtungen.

Weiterhin konnen die ersten Konversionselemente teilweise an
den Gitterpunkten des regelmaBigen Gitters an den
Strahlungsaustrittsfldchen angeordnet sein. Zusadtzlich konnen
die zweiten Konversionselemente teilweise an Gitterpunkten
des regelmaBigen Gitters, die nicht von den ersten
Konversionselementen besetzt sind, an den

Strahlungsaustrittsflachen angeordnet sein.
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Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird vor
dem Aufbringen der Konversionselemente Jjeweils eine
Ausnehmung in dem Halbleiterchip im jeweiligen Emitterbereich
erzeugt. Die Ausnehmungen werden beispielsweise mittels
Materialabtrag der Halbleiterschichtenfolge erzeugt.
Weiterhin sind die Ausnehmungen in lateralen Richtungen

beabstandet voneinander.

Die Halbleiterschichtenfolge wird beispielsweise in
vertikaler Richtung nur teilweise abgetragen. Die
Ausnehmungen durchdringen die Halbleiterschichtenfolge
beispielsweise nicht vollstédndig. Beispielweise durchdringen
die Ausnehmungen die Halbleiterschichtenfolge in vertikaler
Richtung derart, dass der aktive Bereich der Emitterbereiche
nicht durchbrochen wird. Beispielsweise ist eine Tiefe der
Ausnehmung gleich einer HOhe der Konversionselemente.
Weiterhin sind eine Lange und eine Breite der Ausnehmungen
grober als die Ausdehnungen der Konversionselemente in
lateralen Richtungen, beispielsweise mindestens um 1 %

Q Q

groRer, hochstens aber 10 % groRer oder hdochstens 5 % groBer.

Beispielsweise weisen die Ausnehmungen in der
Halbleiterschichtenfolge jeweils eine Tiefe in vertikaler
Richtung von einschlieRlich 1 pm bis einschlieRlich 10 pm
auf. Weiterhin weisen die Ausnehmungen beispielsweise
Ausdehnungen in lateralen Richtungen von mindestens 3 pum und

hochstens 50 um auf.

Die Ausnehmungen werden beispielsweise durch Materialabtrag
mittels eines chemischen Atzprozesses oder eines

Laserablationsprozesses erzeugt.
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Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens werden
die ersten Konversionselemente in zumindest manche der
Ausnehmungen eingebracht. Beispielsweise werden die ersten
Konversionselemente nicht in alle der Ausnehmungen

eingebracht. In diesem Fall umfasst das

strahlungsemittierende Halbleiterbauteil Emitterbereiche, auf

denen kein erstes Konversionselement angeordnet wird.

Beispielsweise werden die Konversionselemente derart in die
Ausnehmungen eingebracht, dass die Deckflédchen der ersten
Konversionselemente die Ausnehmungen nicht Uberragen.
Alternativ ist es mdglich, dass die Deckflachen der ersten
Konversionselemente die Ausnehmungen in vertikaler Richtung

Uberragen.

Gemal zumindest einer Ausfilhrungsform werden die zweiten
Konversionselemente in zumindest manche der Ausnehmungen
eingebracht. Beispielsweise werden die zweiten
Konversionselemente nicht in alle der Ausnehmungen

eingebracht. In diesem Fall umfasst das

strahlungsemittierende Halbleiterbauteil Emitterbereiche, auf

denen kein zweites Konversionselement angeordnet wird.

Weiterhin ist es moglich, dass eine reflektierende Schicht
vor dem Einbringen der Konversionselemente auf den
Seitenflachen der Ausnehmungen aufgebracht wird.
Vorteilhafterweise kann so ein Ubersprechen von
Primdrstrahlung und/oder Sekundadrstrahlung zwischen
benachbarten Konversionselementen vorteilhafterweise

unterdriickt.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird vor

dem Aufbringen der Konversionselemente eine
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Haftvermittlungsschicht auf die Emitterbereiche aufgebracht.
Beispielsweise werden die Konversionselemente auf den
Strahlungsaustrittsflédchen der Emitterbereiche befestigt.
Beispielsweise ist der Haftvermittler dann zwischen den
Konversionselementen und dem strahlungsemittierenden
Halbleiterchip angeordnet. Der Haftvermittler vermittelt eine
Verbindung zwischen den Konversionselementen und dem
strahlungsemittierenden Halbleiterchip. Diese Verbindung
befestigt die Konversionselemente beispielsweise mechanisch

stabil auf dem strahlungsemittierenden Halbleiterchip.

Der Haftvermittler umfasst beispielsweise ein
strahlungsdurchlassiges Material oder besteht daraus.
Beispielsweise ist das Material des Haftvermittlers dazu
ausgebildet, elektromagnetische Primarstrahlung und/oder
elektromagnetische Sekundarstrahlung zu transmittieren.
Beispielsweise transmittiert der Haftvermittler mindestens
90 % der elektromagnetischen Primdrstrahlung und/oder
elektromagnetischen Sekundarstrahlung. Der Haftvermittler
dient damit auch zum optischen Anschluss der
Konversionselemente an den strahlungsemittierenden

Halbleiterchip.

Der Haftvermittler kann ein Harz, wie etwa ein Epoxid oder
ein Silikon umfassen. Beispielsweise liegt das Material des
Haftvermittlers beim Aufbringen in flieBfahiger Form vor. Das
Material des Haftvermittlers wird beispielsweise aufgespriht.
Beispielsweise wird das Material des Haftvermittlers nach dem
Aufbringen der ersten Konversionselemente zum Haftvermittler

ausgehartet.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens bilden

drei Emitterbereiche eine Subpixel-Gruppe. Die
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Emitterbereiche der Subpixelgruppe kdénnen beispielsweise
entlang einer Zeile oder einer Spalte angeordnet sein.
Weiterhin ist es mdglich, dass die drei Emitterbereiche in
Form eines Dreiecks angeordnet sind. Das von den
Emitterbereichen der Subpixelgruppe emittierte Licht kann
sich zu Mischlicht vermischen. Die Subpixelgruppe sendet

beispielsweise sichtbares Licht aus.

Gemal zumindest einer Ausfilhrungsform des Verfahrens wird ein
erstes Konversionselement lber einer ersten
Strahlungsaustrittsfldche von einer der drei Emitterbereichen
angeordnet. In diesem Fall konvertiert das erste
Konversionselement beispielsweise blaues Licht in griines

Licht.

Gemal zumindest einer Ausfilhrungsform des Verfahrens wird ein
Zzweltes Konversionselement {iber einer zweiten
Strahlungsaustrittsfldche von einer der drei Emitterbereichen
angeordnet. In diesem Fall ist das zweilte Konversionselement
beispielsweise dazu ausgebildet blaues Licht in rotes Licht

zu konvertieren.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens ist eine
dritte Strahlungsaustrittsflache von einer der drei
Fmitterbereichen frei von einem Konversionselement. Flr den
Fall, dass der Emitterbereich der frei von einem
Konversionselement ist blaues Licht aussendet, wird das blaue
Licht unkonvertiert iUber die dritte Strahlungsaustrittsflache
aus dem strahlungsemittierenden Halbleiterbauteil
ausgekoppelt. AuBerhalb des strahlungsemittierenden
Halbleiterbauteils konnen die Primdrstrahlung, die erste
Sekundarstrahlung und die zweite Sekundarstrahlung zu

Mischlicht vermischt werden.
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GemdlR zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens umfasst
der Halbleiterchip eine Vielzahl an Subpixel-Gruppen. Die
Subpixel-Gruppen sind beispielsweise an Gitterpunkten eines
regelmaBigen Gitters angeordnet. Belispielsweise sind die
Subpixel-Gruppen matrixartig, das heiRlRt entlang von Spalten

und Zeilen, angeordnet.

GemdR zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens weist
die Tréagerplatte elektronische Steuerelemente auf.
Beispielsweise kann jedem Emitterbereich ein eigenes
Steuerelement zugeordnet sein. Alternativ ist es mdglich,
dass einem Steuerelement mehrere Emitterbereiche zugeordnet
sind oder dass ein einzelnes Steuerelement allen

Emitterbereichen zugeordnet ist.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens weisen
die Steuerelemente eine integrierte Schaltung auf.
Beispielsweise kann jedes Steuerelement eine integrierte
Schaltung aufweisen. Alternativ ist es mdglich, dass mehrere
Steuerelemente eine integrierte Schaltung aufweisen oder dass
alle Steuerelemente durch eine integrierte Schaltung gebildet

sind.

Die integrierte Schaltung ist beispielsweise durch einen
integrierten Schaltkreis (englisch: ,integrated circuit®™,
kurz ,, ICY) gebildet oder weist einen solchen auf. Die
integrierte Schaltung umfasst beispielsweise eine
Ansteuereinheit. Die Ansteuereinheit kann beispielsweise den
Zustand eines zugeordneten Emitterbereichs steuern und zum
Beispiel an- oder ausschalten. Weiterhin kann mittels der
Ansteuereinheit die Stromstarke, mittels der ein zugeordneter

Emitterbereich betrieben wird, vorgegeben werden.
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Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens sind die
Emitterbereiche voneinander getrennt ansteuerbar. Damit kann
Jjeder Emitterbereich einer Subpixel-Gruppe einzeln
angesteuert werden. Weiterhin sind so die Subpixel-Gruppen
einzeln betreibbar. In diesem Fall kann es sich bei dem
strahlungsemittierenden Halbleiterbauteil um ein Display

handeln.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens werden
die ersten Konversionselemente mittels eines ersten Stempels
gleichzeitig aufgebracht. Die vereinzelten ersten
Konversionselemente werden beispielsweise auf dem ersten
Stempel angeordnet. Der erste Stempel kann nachfolgend iber
dem Halbleiterchip positioniert werden und mit einem
konstanten Druck auf die Strahlungsaustrittsflachen des
Halbleiterchips gepresst werden. Die ersten
Konversionselemente konnen dann beispielsweise mittels eines
Heizschrittes von dem ersten Stempel abgeldst werden, sodass
die ersten Konversionselemente auf dem Halbleiterchip

verbleiben.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens werden
die zweiten Konversionselemente mittels eines zweiten
Stempels gleichzeitig aufgebracht. Beispielsweise konnen die
vereinzelten zweiten Konversionselemente auf dem zweiten
Stempel angeordnet werden. Vor oder nach dem Schritt des
Aufbringens der ersten Konversionselemente, konnen die
zwelten Konversionselemente, wie fiir das Aufbringen der
ersten Konversionselemente mittels eines ersten Stempels
analog beschrieben, auf den Halbleiterchip aufgebracht

werden.
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GemdR zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens ist der
erste Stempel von einem Aufwachssubstrat der ersten
Konversionselemente verschieden. Beispielsweise umfasst der
erste Stempel ein Polymer oder ist daraus gebildet. Bei dem
Polymer handelt es sich beispielsweise um Polydimethylsiloxan

(PDMS) .

GemdR zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens ist der
zwelte Stempel von einem Aufwachssubstrat der zweiten
Konversionselemente verschieden. Der zweite Stempel umfasst
beispielsweise die gleichen Materialien wie der erste Stempel

oder besteht aus den gleichen Materialien.

Durch die Verwendung des ersten und des zweiten Stempels
konnen die Konversionselemente besonders effizient und
zeltsparend an auf den Halbleiterchip aufgebracht werden.
Weiterhin kann durch eine einfache Anpassung der
Stempelstruktur vorteilhafterweise verschiedene
Konversionselementpositionen auf dem Halbleiterchip

vorgegeben werden.

Weiterhin konnen der erste und der zweite Stempel zur
Bestickung von einer Vielzahl von Halbleiterchips mit ersten

und zweiten Konversionselementen verwendet werden.

Es wird dariber hinaus ein strahlungsemittierendes Bauteil
angegeben, das insbesondere durch ein hier beschriebenes
Verfahren zur Herstellung eines strahlungsemittierenden
Bauteils hergestellt werden kann. Sadmtliche in Verbindung mit
dem Verfahren offenbarten Merkmale und Ausfihrungsformen sind
daher auch in Verbindung mit dem strahlungsemittierenden

Halbleiterbauteil offenbart und umgekehrt.
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GemdR zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das
strahlungsemittierende Halbleiterbauteil eine Tragerplatte,

die Kontaktelemente aufweist.

GemdR zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das
strahlungsemittierende Halbleiterbauteil einen
strahlungsemittierenden Halbleiterchip, der auf der

Tradgerplatte angeordnet ist.

GemdR zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das
strahlungsemittierende Halbleiterbauteil erste
Konversionselemente, die auf dem Halbleiterchip angeordnet

sind.

GemdR zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das
strahlungsemittierende Halbleiterbauteil zweite
Konversionselemente, die auf dem Halbleiterchip angeordnet

sind.

GemdlR zumindest einer Ausfihrungsform umfasst der
strahlungsemittierende Halbleiterchip Emitterbereiche, die
die jewells elektromagnetische Primarstrahlung von einer

zugeordneten Strahlungsaustrittsflédche aussenden.

GemdR zumindest einer Ausfihrungsform sind die ersten
Konversionselemente und die zweiten Konversionselemente aus

einem Halbleitermaterial gebildet.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform sind die ersten
Konversionselemente und die zweiten Konversionselemente in

einer gemeinsamen Ebene angeordnet.
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Gemal zumindest einer Ausfihrungsform sind die

Konversionselemente epitaktische Konversionselemente.

GemdlR zumindest einer Ausfihrungsform weisen die
Emitterbereiche jeweils laterale Ausdehnungen zwischen
einschlieRlich 3 pm und einschlieBlich 50 pm auf.
Beispielsweise konnen auch die Strahlungsaustrittsflachen
Jeweils eine laterale Ausdehnung zwischen einschlieBllich 3 pm
und einschlieflich 50 um aufweisen. Weiterhin ist es mdglich,
dass die Konversionselemente jeweils laterale Ausdehnungen
zwischen einschlieBlich 3 pm und einschlieRlich 50 pm
aufweisen. Beispielsweise ist es mdglich, dass die lateralen
Ausdehnungen der Emitterbereiche, der
Strahlungsaustrittsflachen und/oder der Konversionselemente
Jeweils zwischen einschlieBlich 5 pm und einschlieRlich 10 pm

liegt.

GemdlR zumindest einer Ausfihrungsform weisen die
Konversionselemente jeweils eine vertikale Ausdehnungen
zwischen einschlieBRlich 1 pm und einschlieRlich 10 pm auf.
Beispielsweise sind die vertikalen Ausdehnungen der
Konversionselemente jeweils zwischen einschlieRlich 3 pm und

einschlieRlich 5 pm.

Im Folgenden werden das hier beschriebene Verfahren sowie das
hier beschriebene strahlungsemittierende Bauteil anhand wvon
Ausflihrungsbeispielen und den dazugehdrigen Figuren naher

erlautert.

Es zeigen:

Figuren 1, 2 und 3 schematische Schnittdarstellungen von

Verfahrensstadien bei der Herstellung eines
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strahlungsemittierenden Halbleiterbauteils gemd@B einem

Ausflihrungsbeispiel,

Figur 4 schematische Schnittdarstellungen eines
strahlungsemittierenden Halbleiterbauteils gemd@B einem

Ausflihrungsbeispiel,

Figuren 5 und 6 schematische Schnittdarstellungen eines
strahlungsemittierenden Halbleiterchips gemdR jeweils einem

Ausfihrungsbeispiel.

Gleiche, gleichartige oder gleich wirkende Elemente sind in
den Figuren mit den gleichen Bezugszeichen versehen. Die
Figuren und die GroRenverhdltnisse der in den Figuren
dargestellten Elemente untereinander sind nicht als
maBstablich zu betrachten. Vielmehr kénnen einzelne Elemente
zur besseren Darstellbarkeit und/oder fiir eine bessere

Verstandlichkeit tbertrieben grol dargestellt sein.

Die schematischen Schnittdarstellungen der Figuren 1, 2 und 3
zelgen Verfahrensschritte eines Ausfiihrungsbeispiels eines
hier beschriebenen Verfahrens zur Herstellung eines

strahlungsemittierenden Halbleiterbauteils 1.

Zunachst wird eine Tragerplatte 2 bereitgestellt. Die
Tradgerplatte 2 umfasst eine Basisplatte 4, auf der
Kontaktelemente 3 angeordnet sind. Die Kontaktelemente 3, die
auf der Basisplatte 3 angeordnet sind, sind von auBen
freizuganglich. Die Tragerplatte 2 ist oder umfasst
beispielsweise eine Leiterplatte (englisch: printed circuit
board, kurz PCB) oder einen Anschlussrahmen (englisch: lead

frame). Eine maximale Ausdehnung der Tragerplatte 2 in
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lateralen Richtungen betragt beispielsweise zwischen

einschlieRflich 20 cm und einschlieBlich 25 cm.

Auf der Tragerplatte 2 wird gemdl Figur 1 ein
strahlungsemittierender Halbleiterchip 3 aufgebracht. Der
Halbleiterchip 3 umfasst Emitterbereiche 7, die jeweils
elektromagnetische Primarstrahlung von einer
Strahlungsaustrittsfldche 8 aussenden. Jedem Emitterbereich 7
ist eine Strahlungsaustrittsflache 8 zugeordnet. Der
Halbleiterchip 3 umfasst eine Halbleiterschichtenfolge 6, die

auf einem Aufwachswafer 10 angeordnet ist.

Weiterhin umfasst der Halbleiterchip 6 Chipkontaktflachen 9.
Jedem Emitterbereich sind beispielsweise zweil
Chipkontaktflachen 9 zugeordnet, mit denen der zugeordnete

Emitterbereich 7 bestromt werden kann.

Gemal Figur 2 ist der Halbleiterchip 6 auf der Tragerplatte 2
aufgebracht. Die Chipkontaktfladchen 9 konnen beispielsweise
durch Kleben, Bonden oder Loten auf die Kontaktelemente 3
aufgebracht werden. Nach dem Aufbringen stehen die
Chipkontaktflachen 9 mit den Kontaktelementen 3 in mechanisch
und/oder elektrisch leitendem Kontakt. Diese Verbindung

befestigt den Halbleiterchip 5 auf der Tragerplatte 2.

Weiterhin kann der Aufwachswafer 10 gemaR Figur 2 in einem
weiteren Verfahrensschritt von der Hableiterschichtenfolge 6

abgeltst werden.

In einem weiteren Verfahrensschritt werden erste
Konversionselemente 11 und zweite Konversionselemente 12
epitaktisch hergestellt (hier nicht gezeigt). Die

vereinzelten ersten Konversionselemente 11 konnen dann auf
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einem ersten Stempel 13 angeordnet werden und gleichzeitig
auf den Halbleiterchip 5 transferiert werden. Weiterhin
kénnen die zweiten Konversionselemente 12 gemd&R Figur 3 auf
einem zweiten Stempel 14 angeordnet werden. Mittels des
zweliten Stempels 14 kdnnen die Konversionselemente 12
gemeinsam und damit gleichzeitig auf den Halbleiterchip b
aufgebracht werden. Der zweite Stempel 14 mit den zweiten
Konversionselementen 12 wird beispielsweise {iber dem
Halbleiterchip 5 positioniert und mit einem konstanten Druck
auf die Strahlungsaustrittsflachen 8 des Halbleiterchips 5
gepresst. Die zweiten Konversionselemente 12 kdnnen dann
beispielsweise mittels eines Heizschrittes von dem zweiten
Stempel 14 abgeldst werden, sodass die zweiten

Konversionselemente 12 auf dem Halbleiterchip 5 verbleiben.

Die schematische Schnittdarstellung der Figur 4 zeigt ein
Ausfiihrungsbeispiel eines hier beschriebenen

strahlungsemittierenden Halbleiterbauteils 1.

Das strahlungsemittierende Halbleiterbauteil 1 ist
beispielsweise mit den Verfahrensschritten gemd&l den Figuren

1 bis 3 hergestellt.

Die ersten Konversionselemente 11 und die zweiten
Konversionselemente 12 sind in einer gemeinsamen Ebene
angeordnet. Die ersten Konversionselemente 11 und die zweiten
Konversionselemente 12 weisen Jjeweils eine Deckflache und
eine gegenilberliegende Bodenfldche auf. Die Deckfldchen der
ersten Konversionselemente 11 und die Deckfldchen der zweiten
Konversionselemente 12 liegen in einer gemeinsamen Ebene.
Weiterhin liegen die Bodenflédchen der ersten
Konversionselemente 11 und die Bodenfl&chen der zweiten

Konversionselemente 12 in einer gemeinsamen Ebene. Die ersten
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Konversionselemente 11 und die zweiten Konversionselemente 12
Uberlappen sich in einer Seitenansicht entlang einer Zeile
und/oder Spalte im Wesentlichen vollstdndig. Im Wesentlichen
vollstandig heiBt, dass die ersten Konversionselemente 11 und
die zweiten Konversionselemente 12 herstellungsbedingte

Schwankungen in ihrer Hohe aufweisen konnen.

Die Emitterbereiche 7 sind beispielsweise dazu ausgebildet
blaues Licht zu emittieren. In diesem Fall sind die ersten
Konversionselemente 11 dazu ausgebildet, blaues Licht ganz
oder teilwelise in grines oder gelbes Licht zu konvertieren.
Weiterhin sind die zweiten Konversionselemente in diesem Fall
dazu ausgebildet, blaues Licht ganz oder teilweise in rotes

Licht zu konvertieren.

In Figur 5 ist ein Ausfiihrungsbeispiel fir einen
strahlungsemittierenden Halbleiterchip 5 gezeigt, bei dem,

Emitterbereiche 7 in einen Halbleiterchip 5 integriert sind.

Der Halbleiterchip 5 weist eine epitaktisch abgeschiedene
Halbleiterschichtenfolge 6 mit einem zur Erzeugung von
Strahlung vorgesehenen aktiven Bereich 6a auf, wobeil der
aktive Bereich 6a zwischen einer ersten Halbleiterschicht 6éb
eines ersten Leitungstyps, beispielsweise n-leitend, und
einer zweiten Halbleiterschicht 6c eines vom ersten
Leitungstyps verschiedenen zweiten Leitungstyps,

beispielsweise p-leitend, angeordnet ist.

Die einzelnen Emitterbereiche 7, insbesondere die aktiven
Bereiche 6a dieser Emitterbereiche 7, gehen Jjeweils aus einem

Teilbereich der Halbleiterschichtenfolge 6 hervor.
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Insbesondere gehen diese Teilbereiche aus derselben
Halbleiterschichtenfolge bei der Herstellung des
Halbleiterchips hervor, sodass sich die Halbleiterschichten
der einzelnen Emitterbereiche 7 abgesehen von
fertigungsbedingten lateralen Schwankungen hinsichtlich ihres

Materials und der Schichtdicke nicht unterscheiden.

Die Emitterbereiche 7 sind durch Zwischenrdaume 15 voneinander
getrennt. Die Zwischenrdume 15 durchtrennen insbesondere die
aktiven Bereiche 6a benachbarter Emitterbereiche 7.
Beispielsweise durchtrennen die Zwischenrdume 15 die gesamte

Halbleiterschichtenfolge 6 in vertikaler Richtung.

Die erste Halbleiterschicht 6b ist mittels Offnungen 16
Jeweils mit einer zugeordneten Chipkontaktfldche 9 elektrisch
leitend verbunden. Die Offnungen 16 erstrecken sich durch die
zwelte Halbleiterschicht 6c und den aktiven Bereich 6a
hindurch. Die zweiten Halbleiterschichten 6c¢ der
EFmitterbereiche 7 sind miteinander elektrisch leitend
verbunden und kénnen sich im Betrieb des Halbleiterchips 5
auf demselben elektrischen Potential befinden. Beide Seiten
des aktiven Bereichs 6a sind fir die elektrische
Kontaktierung zugadnglich. Selbstverstandlich kann die
elektrische Kontaktierung der einzelnen Emitterbereiche 7 in
welten Grenzen variiert werden, solange die einzelnen
Fmitterbereiche 7 einzeln ansteuerbar sind und im Betrieb des
Halbleiterchips 5 Ladungstrager von entgegengesetzten Seiten
in den aktiven Bereich 6a gelangen und dort unter Emission

von Strahlung rekombinieren konnen.

Das in Figur 6 beschriebene Ausfilhrungsbeispiel fir einen
Halbleiterchip 5 entspricht im Wesentlichen dem im

Zusammenhang mit Figur 5 beschriebenen Ausfilhrungsbeispiel.
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Im Unterschied hierzu ist die Halbleiterschichtenfolge 6 in
dem in Figur 6 dargestellten Ausfithrungsbeispiel zwischen
benachbarten Emitterbereichen 7 nicht durchtrennt. Die
raumliche Trennung zwischen benachbarten Emitterbereichen 7
ergibt sich dadurch im Wesentlichen durch die begrenzte
laterale Stromaufweitung bei der elektrischen Kontaktierung
der einzelnen Emitterbereichen 7. In dem gezeigten
Ausfihrungsbeispiel bestimmt die rdumliche Ausdehnung der
Chipkontaktflache 16 zur zweiten Halbleiterschicht 6c die
laterale Ausdehnung der Strahlungsemission eines

Emitterbereichs 7.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritadt der deutschen
Patentanmeldung 102019101417.4, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.

Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der
Ausflihrungsbeispiele auf diese beschrankt. Vielmehr umfasst
die Erfindung jedes neue Merkmal sowie Jjede Kombination wvon
Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von Merkmalen in
den Patentanspriichen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal
oder diese Kombination selbst nicht explizit in den

Patentanspriichen oder Ausflihrungsbeispielen angegeben ist.
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Patentanspriiche

1. Verfahren zur Herstellung eines strahlungsemittierenden
Halbleiterbauteils (1) mit den Schritten:

- Bereitstellen einer Tréagerplatte (2), die Kontaktelemente
(3) aufweist,

- Aufbringen eines strahlungsemittierenden Halbleiterchips
(5) auf die Tragerplatte (2),

- epitaktisches Herstellen von ersten Konversionselementen
(11), und

- Aufbringen der ersten Konversionselemente (11) auf den
Halbleiterchip (5),

wobei

- der Halbleiterchip (5) Emitterbereiche (7) umfasst, die
Jjeweils elektromagnetische Primarstrahlung von einer
Strahlungsaustrittsflache (8) aussenden, und

- die ersten Konversionselemente (11) nach der epitaktischen
Herstellung gleichzeitig auf zumindest manche der

Emitterbereiche (7) aufgebracht werden.

2. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei

- zwelte Konversionselemente (12) epitaktisch hergestellt
werden,

- die zweiten Konversionselemente (12) auf den Halbleiterchip
(5) aufgebracht werden, und

- die zweiten Konversionselemente (12) nach der epitaktischen
Herstellung gleichzeitig auf zumindest manche der

Emitterbereiche (7) aufgebracht werden.

3. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei
die ersten Konversionselemente (11) und die zweiten
Konversionselemente (12) in einer gemeinsamen Ebene

angeordnet werden.
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4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei
die Strahlungsaustrittsflachen (8) an Gitterpunkten eines

regelméaBigen Gitters angeordnet werden.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche 2 bis 4,
wobel

- vor dem Aufbringen der Konversionselemente (11, 12) jeweils
eine Ausnehmung in dem Halbleiterchip (5) im Jjeweiligen
Emitterbereich (7) erzeugt wird, und

- die ersten Konversionselemente (11l) in zumindest manche der
Ausnehmungen eingebracht werden, und

- die zweiten Konversionselemente (12) in zumindest manche

der Ausnehmungen eingebracht werden.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei
vor dem Aufbringen der Konversionselemente (11, 12) eine
Haftvermittlungsschicht auf die Emitterbereiche (7)

aufgebracht wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche 2 bis 6,
wobel

- dreil Emitterbereiche (7) eine Subpixel-Gruppe bilden,

- ein erstes Konversionselement (11) idber einer ersten
Strahlungsaustrittsfldche von einer der drei Emitterbereichen
(7) angeordnet wird,

- ein zweites Konversionselement (12) iUber einer zweiten
Strahlungsaustrittsfldche von einer der drei Emitterbereichen
(7) angeordnet wird, und

- elne dritte Strahlungsaustrittsfldche von einer der drei
Emitterbereichen (7) frei von einem Konversionselement (11,

12) 1ist.

8. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei
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der Halbleiterchip (5) eine Vielzahl an Subpixel-Gruppen

umfasst.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei
- die Tragerplatte (2) elektronische Steuerelemente aufweist,
und

- die Steuerelemente eine integrierte Schaltung aufweisen.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei

die Emitterbereiche voneinander getrennt ansteuerbar sind.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche 2 bis
9, wobeil

- die ersten Konversionselemente (11) mittels eines ersten
Stempels (13) gleichzeitig aufgebracht werden,

- die zweiten Konversionselemente (12) mittels eines zweiten
Stempels (14) gleichzeitig aufgebracht werden,

- der erste Stempel (13) von einem Aufwachssubstrat der
ersten Konversionselemente (11) verschieden ist, und

- der zweilte Stempel (14) von einem Aufwachssubstrat der

zwelten Konversionselemente (12) verschieden ist.

12. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauteil mit:

- einer Tragerplatte (2), die Kontaktelemente (3) aufweist,
- elnem strahlungsemittierenden Halbleiterchip (5), der auf
der Tragerplatte (2) angeordnet ist,

- ersten Konversionselementen (11), die auf dem
Halbleiterchip (5) angeordnet sind, und

- zwelten Konversionselementen (12), die auf dem
Halbleiterchip (5) angeordnet sind, wobei

- der Halbleiterchip (5) Emitterbereiche (7) umfasst, die
Jjeweils elektromagnetische Primarstrahlung von einer

Strahlungsaustrittsfldche (8) aussenden,
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- die ersten Konversionselemente (11) und die zweiten
Konversionselemente (12) aus einem Halbleitermaterial
gebildet sind, und

- die ersten Konversionselemente (11) und die zweiten
Konversionselemente (12) in einer gemeinsamen Ebene

angeordnet sind.

13. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauteil nach dem
vorhergehenden Anspruch, bei dem die Konversionselemente

12) epitaktische Konversionselemente (11, 12) sind.

14. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauteil nach dem
vorhergehenden Anspruch, bei dem die Emitterbereiche (7)
Jjeweils laterale Ausdehnungen zwischen einschlieRlich

3 um und einschlieBlich 50 um aufweisen.

15. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauteil nach dem
vorhergehenden Anspruch, bei dem die Konversionselemente
12) jewells eine vertikale Ausdehnungen zwischen

einschlieRlich 1 pm und einschlieRlich 10 pm aufweisen.

(11,

(11,
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